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【はじめに】Cu(In0.7,Ga0.3)Se2(CIGS)薄膜太陽電池は高い耐電子線性を有しており、宇宙用太陽電池として注目されている。しかし、3 MeVの 
陽子線を照射した場合、変換効率が劣化することがわかった。そこで、今回この劣化の原因を調べるた

めに陽子線未照射及び照射後の過渡逆方向電流を測定し、その過渡電流からDCTS法(Discharge Current 
Transient Spectroscopy)1-3)を用いてCIGS薄膜太陽電池中の欠陥のトラップ密度と放出割合を評価する。 
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【実験方法】陽子線未照射及び 3 MeVの陽子線を照射量 1×1014 cm-2照射したCIGS太陽電池(試料面積  
µ2 mm×7 mm，膜厚 1 m )に対して、定温、真空中にて過渡逆方向電流測定を行った。 

【実験結果】図１に 0 Vから-1 Vを印加した後の過渡電流を示す。図１より陽子線を照射した場合、 
過渡電流が少ないことが分かった。実験で得られた過渡電流を DCTS法を用いて評価した結果、未照射
の試料からは１種類のトラップの密度と放出割合を評価することができた。また、陽子線を照射した 

試料からは複数のトラップの密度と放出割合を評価することができた。これらトラップの詳細に関して

は当日報告する。 
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図１ 陽子線未照射及び照射試料の過渡電流 


